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ご注意書き 

 

１． 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品
のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、

当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。 
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的

財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の

特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。 
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。 
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説

明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用す

る場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損

害に関し、当社は、一切その責任を負いません。 
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに

より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の

目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外

の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。 
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するも

のではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合におい

ても、当社は、一切その責任を負いません。 
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、

各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確

認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当

社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図

されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、

「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または

第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ

ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。 
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、

産業用ロボット 
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命

維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当） 
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生

命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他

直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム

等 
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件そ

の他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用さ

れた場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。 
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生した

り、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っ

ておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じ

させないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージン

グ処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単

独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。 
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用

に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、
かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し

て、当社は、一切その責任を負いません。 
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお

断りいたします。 
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご

照会ください。 
 
注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク

トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。 
注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい

ます。 
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M66255FP 
8192 × 10ビットラインメモリ (FIFO) 

RJJ03F0209-0200 
Rev.2.00 

2007.09.14 

概要 
M66255は，高性能シリコンゲート CMOSプロセス技術を用いた 8192ワード × 10ビット構成の FIFO (First 

In First Out) 構造を持つ高速ラインメモリです。 

書き込み，読み出し動作は，おのおの異なるサイクルで，独立かつ非同期に行うことができますので，デー
タ処理速度の異なる装置間のバッファメモリとして最適です。 

特長 
• メモリ構成:  8192ワード × 10ビット構成 (ダイナミックメモリ) 
• 高速サイクル: 30 ns (Min) 
• 高速アクセス: 25 ns (Max) 
• 出力ホールド: 5 ns (Min) 
• 書き込みと読み出しは，完全に独立かつ非同期に動作可能 
• 可変長ディレイビット 
• 入出力:  TTL直結可能 
• 出力:  3ステート 
 

用途 
デジタルコピー機，レーザビームプリンタ，高速ファクシミリなど 

ブロックダイアグラム 
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ピン配置 
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絶対最大定格 
(指定のない場合は，Ta = 0~70°C) 

項目 記号 定格値 単位 条件 
電源電圧 VCC –0.5~+7.0 V 
入力電圧 VI –0.5~VCC + 0.5 V 
出力電圧 VO –0.5~VCC + 0.5 V 

GND端子を基準にした値

許容損失 Pd 825 mW Ta = 25°C 
保存温度 Tstg –65~150 °C  
 
 

推奨動作条件 
項目 記号 Min Typ Max 単位 

電源電圧 VCC 4.5 5 5.5 V 
電源電圧 GND — 0 — V 
動作周囲温度 Topr 0 — 70 °C 
 
 

電気的特性 
(Ta = 0~70°C, VCC = 5 V ± 10%, GND = 0 V) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 
"H"入力電圧 VIH 2.0 — — V 
"L"入力電圧 VIL — — 0.8 V 

 

"H"出力電圧 VOH VCC – 0.8 — — V IOH = –4 mA 
"L"出力電圧 VOL — — 0.55 V IOL = 4 mA 
"H"入力電流 IIH — — 1.0 µA VI = VCC WE, WRES, WCK, 

RE, RRES, RCK 
D0~D9 

"L"入力電流 IIL — — –1.0 µA VI = GND WE, WRES, WCK, 
RE, RRES, RCK 
D0~D9 

オフ状態"H"出力電流 IOZH — — 5.0 µA VO = VCC 
オフ状態"L"出力電流 IOZL — — –5.0 µA VO = GND 
動作時平均電源電流 ICC — — 150 mA VI = VCC, GND, 出力開放 

tWCK, tRCK = 30 ns 
入力容量 CI — — 10 pF f = 1 MHz 
オフ時出力容量 CO — — 15 pF f = 1 MHz 
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機能概要 
ライトイネーブル入力WEが"L"のとき，ライトクロック入力WCKの立ち上がりに同期して，データ入力

D0~D9の内容がメモリに書き込まれます。また，このとき，ライトアドレスカウンタも同時にインクリメン
トされます。 

以下のライトに関する機能もWCKの立ち上がりに同期して実行されます。 

WEが"H"のとき，メモリへの書き込みは禁止され，ライトアドレスカウンタが停止します。 

ライトリセット入力WRESが"L"のとき，ライトアドレスカウンタがイニシャライズされます。 

リードイネーブル入力 REが"L"のとき，リードクロック入力 RCKの立ち上がりに同期して，メモリの内
容がデータ出力 Q0~Q9に出力されます。また，このときリードアドレスカウンタも同時にインクリメントさ
れます。 

以下のリードに関する機能も RCKの立ち上がりに同期して実行されます。 

REが"H"のとき，メモリからの読み出しは禁止され，リードアドレスカウンタが停止します。また，出力
は，ハイインピーダンス状態になります。 

リードリセット入力 RRESが"L"のとき，リードアドレスカウンタがイニシャライズされます。 
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スイッチング特性 
(Ta = 0~70°C, VCC = 5 V ± 10%, GND = 0 V) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 
アクセス時間 tAC — — 25 ns 
出力ホールド時間 tOH 5 — — ns 
出力イネーブル時間 tOEN 5 — 25 ns 
出力ディセーブル時間 tODIS 5 — 25 ns 
 
 

タイミング必要条件 
(指定のない場合は，Ta = 0~70°C, VCC = 5 V ± 10%, GND = 0 V) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 
ライトクロック (WCK) サイクル tWCK 30 — — ns 
ライトクロック (WCK) "H"パルス幅 tWCKH 12 — — ns 
ライトクロック (WCK) "L"パルス幅 tWCKL 12 — — ns 
リードクロック (RCK) サイクル tRCK 30 — — ns 
リードクロック (RCK) "H"パルス幅 tRCKH 12 — — ns 
リードクロック (RCK) "L"パルス幅 tRCKL 12 — — ns 
WCKに対する入力データセットアップ時間 tDS 5 — — ns 
WCKに対する入力データホールド時間 tDH 5 — — ns 
WCK, RCKに対するリセットセットアップ時間 tRESS 5 — — ns 
WCK, RCKに対するリセットホールド時間 tRESH 5 — — ns 
WCK, RCKに対するリセット非選択セットアップ時間 tNRESS 5 — — ns 
WCK, RCKに対するリセット非選択ホールド時間 tNRESH 5 — — ns 
WCKに対するWEセットアップ時間 tWES 5 — — ns 
WCKに対するWEホールド時間 tWEH 5 — — ns 
WCKに対するWE非選択セットアップ時間 tNWES 5 — — ns 
WCKに対するWE非選択ホールド時間 tNWEH 5 — — ns 
RCKに対する REセットアップ時間 tRES 5 — — ns 
RCKに対する REホールド時間 tREH 5 — — ns 
RCKに対する RE非選択セットアップ時間 tNRES 5 — — ns 
RCKに対する RE非選択ホールド時間 tNREH 5 — — ns 
入力パルス上昇，下降時間 tr, tf — — 20 ns 
データホールド時間* tH — — 20 ms 
【注】 電源投入後はリセット動作を行ってください。 
 * 1ラインのアクセスに対し， 

WE "H"レベル期間 ≤ 20 ms – 8192 • tWCK – WRES "L"レベル期間 
RE "H"レベル期間 ≤ 20 ms – 8192 • tRCK – RRES "L"レベル期間 
を満足する必要があります。 
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測定回路 

CL = 30 pF: tAC, tOH

Qn

CL = 5 pF: tOEN, tODIS

SW1

SW2

RL = 1 kΩ

RL = 1 kΩ

VCC

Qn

 

 
入力パルスレベル:  0~3 V 

入力パルス上昇，下降時間: 3 ns 

判定電圧 入力:  1.3 V 

出力:  1.3 V (ただし，tODIS (LZ) は出力振幅の 10%, tODIS (HZ) は出力振幅の 90%で判定) 

負荷容量 CLは，結線の浮遊容量およびプローブの入力容量を含みます。 

 

項目 SW1 SW2 
tODIS (LZ) 閉 開 
tODIS (HZ) 開 閉 
tOEN (ZL) 閉 開 
tOEN (ZH) 開 閉 
 

tODIS, tOEN測定条件 

RCK

RE

Qn

Qn
VOL

VOH

GND

3 V

GND

3 V

1.3 V

1.3 V

1.3 V

1.3 V

90%

10%

tOEN (ZH)

tOEN (ZL)

tODIS (HZ)

tODIS (LZ)
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動作タイミング 

ライトサイクル 

WCK

WE

Dn

tWCK

n n + 1 n + 2

(n) (n + 1) (n + 2) (n + 3)

WRES = "H"

(n + 4)

n + 3 n + 4

tWCKH tWEH tNWES tNWEH tWEStWCKL

tDS tDH

 

 

ライトリセットサイクル 

WCK

WRES

Dn

tWCK

n − 1 n

(n − 1) (n) (0) (1)

WE = "L"

(2)

10 2

tNRESH tRESH tNRESStRESS

tDS tDH
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WCK停止時の注意事項 

WCK

WE

Dn

tWCK

(n) (n) 

tNWES

n nn + 1

(n) (n)

WRES = "H"

tDS tDH tDS tDH

 

 

nサイクルの入力データ Dnは，nサイクルのWCKのうしろの立ち上がりエッジで取り込まれ，n + 1サイ
クルのWCKの"L"期間で書き込み動作を開始し，n + 1サイクルのうしろの立ち上がりエッジで書き込み動
作を完了します。 

よって，nサイクルでライトデータの取り込みを停止する場合，WCKは n + 1サイクルのうしろの立ち上
がりエッジまで入力してください。 

nサイクルの次のサイクルがディセーブルサイクルの場合も，同様にディセーブル後 1サイクル分のWCK
入力が必要です。 
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リードサイクル 

RCK

RE

Qn

tRCK

n n + 1 n + 2

(n) (n + 1) (n + 2) (n + 3)

RRES = "H"

(n + 4)

n + 3 n + 4
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リードリセットサイクル 
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可変長ディレイビット 

1ライン (8192ビット) 遅延 

ライトサイクルはサイクルの後のWCKの立ち上がりエッジで入力データを書き込み，リードサイクルは
サイクルの前の RCKの立ち上がりエッジで出力データを読み出しますので，容易に 1ライン遅延をつくる
ことができます。 

WCK

RCK

Dn

Qn

WRES

RRES

(8189) (8190) (8191)(2)(1)(0)

WE, RE = "L"

(0') (1') (2') (3')

tRESHtRESS

tDHtDS tDH

tOHtAC8192

tDS

10

8190 8191
8192

(0')

8193
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8194

(2')2

(0) (1) (2) (3)

 

 

nビットディレイビット 

(ディレイ長に応じた周期でリセットする。) 
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(n − 3) (n − 2) (n − 1)(2)(1)(0)

WE, RE = "L"

m ≥ 3

(0') (1') (2') (3')

tRESHtRESS

tDHtDS tDH

tOHtACm
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tRESHtRESS

10
n − 2 n − 1

n
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n + 1

(1')

n + 2
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n + 3

(3')2

(0) (1) (2) (3)
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nビットディレイ 2 

(ディレイ長に応じた周期でWRESと RRESの入力タイミングをずらす。) 

WCK

RCK

Dn

Qn

WRES

(n − 2) (n − 1) (n)(2)(1)(0)

WE, RE = "L"

m ≥ 3
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nビットディレイ 3 

(ディレイ長に応じた期間で REをディセーブルにしてアドレスをずらす。) 

WCK

RCK

Dn

Qn

WRES
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(n − 2) (n − 1) (n)(2)(1)(0)

WE, RE = "L"

m ≥ 3

(n + 1) (n + 2) (n + 3)
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nサイクル書き込みデータ"n"の最短読み出し 

(書き込み側 n + 1サイクル終了後，読み出し側 n – 1サイクル開始) 

読み出し側 n – 1サイクル開始が書き込み側 n + 1サイクル終了よりも早くなる場合，nサイクルの出力 Qn
は invalidとなります。下図では，n – 1サイクルの読み出しが invalidとなっています。 

(n) (n + 1) (n + 2) (n + 3)

n n + 1

n − 2 n − 1 n

(n)invalid

n + 2 n + 3

WCK

Dn

Qn

RCK

 

 

nサイクル書き込みデータ"n"の最長読み出し: 1ライン遅延 

(書き込み側 nサイクル<2>*開始時，読み出し側 nサイクル<1>*開始) 

読み出し側 nサイクル<1>*の開始が，書き込み側 nサイクル<2>*の開始と重なるまで，nサイクル<1>*の
出力 Qnは読み出せます。 

n  <1>*

(n) <1>*

(n) <0>*

(n) <2>*

(n) <1>*

(0) <2>*

(0) <1>*

(n − 1) <1>*

(n − 1) <0>*

(n − 1) <2>*

(n − 1) <1>*

WCK

Dn

Qn

RCK

n  <0>*

0  <2>*

0  <1>*

n  <2>*

n  <1>*

 

【注】 <0>*, <1>*, <2>*は，各ラインの値を示します。 
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応用例 

ラプラシアンフィルタによる副走査解像度補償回路 

M66255

× 2

(n − 1) 

N' = N + K { (N − A) + (N − B) }

    = N + K {2N − (A + B)}

    K: 

A

N

B

n

(n + 1) 

× K

1

D0

D9

Q0

Q9

M66255

A

(n − 1) 

B

(n + 1) 

A
 +

 B

2
N

 −
 (

A
 +

 B
) N

 +
 K

 {
2
N

 −
 (

A
 +

 B
) 

}

N

n

1

D0

D9

Q0

Q9

~ ~

~ ~
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外形寸法図 

bp

A1

HE

y 0.15

e 1.27

c

0° 10°

L 0.8 1.0 1.2

0.05
A 2.4

11.63 11.93 12.23

A2 2.0

E 8.2 8.4 8.6

D 17.3 17.5 17.7

Reference
Symbol

Dimension in Millimeters

Min Nom Max

0.35 0.4 0.5

0.13 0.15 0.2
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MASS[Typ.]

28P2W-CPRSP0028DB-B

RENESAS CodeJEITA Package Code Previous Code

1.07 1.47

y

Index mark

28 15

141

*1

*2

*3

F

EH
E

A

D

e bp

c

Detail F

L

A2 A1

INCLUDE TRIM OFFSET.
DIMENSION "*3" DOES NOT

NOTE)

DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
DIMENSIONS "*1" AND "*2"1.

2.
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